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近年，磁気ランダムアクセスメモリの高記録密度化の観点から，スピン注入磁化反転の低

電流化が可能な低ダンピング定数と高一軸磁気異方性を有する垂直磁化薄膜材料が注目され

ている．我々はこれまでに，L10-MnxGa1-x合金薄膜が，磁気異方性定数~15 Merg/cm
3 およびダ

ンピング定数 0.008 以下を示すこと，また適切な界面層を挿入することにより室温で 60%程

度の TMR 比を示すことを報告してきた[1,2]。スピン注入磁化反転方式の TMR 素子へ適用す

るには極薄化が必要であるものの，極薄領域における MnGa 薄膜の結晶構造および磁気特性

は明らかになっていない点が多い[3]．そこで本研究では，極薄領域の MnGa の結晶構造およ

び磁気特性を明らかにすることを目的とし実験を行った． 

試料構造は MgO(001)基板/Cr(40 nm)/MnGa(3nm)/MgO(5nm)とし，超高真空マグネトロンス

パッタ装置を用いて成膜した．このとき，MnGa(3nm)層はArガス圧0.06-1.2 Paで室温成膜し、

450℃,1h の条件下で in-situ ポストアニーリングを行った．作製した試料は，XRD による構造

解析およびMOKEを用いた磁化曲線の評価を行った。 

 Figure 1 に試料の膜面垂直方向に磁場を印加した

極カーループ(a)，およびその保磁力(Hc)の Ar ガス圧

依存性(b)を示す．Ar ガス圧と磁化曲線の角型性には

明瞭な依存性はなく、Ar ガス圧が減るにつれて保磁

力が増加する傾向を示した．XRD の結果では，いず

れの Ar 圧力においても MnGa の規則線(001)と基本

線(002)の回折ピークが観測されたが，Ar ガス圧によ

るピーク位置のシフトはなく，結晶構造に大きな変

化はみられなかった．Ar ガス圧に対する Hc の変化

の原因として，Ar ガス圧による組成比の変化，また

は残留ガスの影響が考えられる．講演では，これら

の結果の詳細に加え，磁気トルク計を用いた磁気異

方性定数の評価についても報告したい． 
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Figure 1 (a) Kerr loops of MnGa(3nm) 

films with various Ar pressure. (b) Ar 

pressure (PAr ） dependence of 

coercivity(HC). 
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